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A-8. Tranzystor bipolarny - charakterystyki

A-8. Tranzystor bipolarny — charakterystyki

1. Zakres ¢wiczenia

1.1 Pomiar charakterystyk statycznych bipolarnego tranzystora typu npn

1.2 Wyznaczenie matosygnatowych parametréw tranzystora w funkcji punktu pracy

1.3 Wyznaczenie napiecia termicznego i pradu nasycenia ztacza diodowego

2. Dane katalogowe uzytego tranzystora, typ BD909/911
(npn) produkcji STMicroelectronics

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol Parameter Value Unit
NPN BD909 BD911
PNP BD910 BD912
Veeo  |Collector-Base Voltage (1= = 0) a0 100 v
Veee  |Collector-Emitter Voltage ils = 0) 80 100 v
YVesn Emitter-Base Voltage (I = 0) 5 A4
lg,lz Collector Current 15 A
Ie Basze Current A A
Ptot Total Dissipation at T, = 25 °C a0 W
Tatg Storage Temperature -65 to 150 ac
T Max. Operating Junction Temperature 150 i€

For PHP types woltage and current values are negative.
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tcase = 25 °C unless otherwise specified)

Symbol Parameter Test Conditions Min. | Typ. | Max. Unit
lzeo Collector Cut-off for BD909/910 Vep = 80V 500 A
Current {le = 0) for BD911/912 Vep = 100W 500 T
Tn:.:sa = 15[] "C
for BD909/910 Vep = 80V A mA
for BD911/912 Vep = 100W A mA
lzeo Collector Cut-off for BD909/910 Ve =40V 1 mA
Current {lz = 0) for BD911/912 Vep=50W 1 maA,
legn Emitter Cut-off Current [Veg =5V 1 maA,
(le =0
Yezosusy* | Collector-Emitter lz =100 mA far BD909/910 a0 Y,
Sustaining Yoltage for BD911/912 100 W
(g =0}
Veezan* | Collector-Emitter le =5 A ls =054 1 W
Saturation Voltage le =10 A le=25A 3 V'
“aesatr | Base-Emitter le =10 A le =254 2.5 W
Saturation Voltage
YWee= Base-Emitter Voltage (lce =5 A Ve =4 W 1.5 W
hFe= DC Current Gain le=045A fce=4V 40 250
le =5 A Vee=4 W 15 150
le =10 A fce=4V A
fr Transition frequency l-=054 Wep =4 W 3 MHz

= Pulsed: Pulse durafion = 300 ps, duty cycle 1.5 %
Far PP types voltage and current values are negafive.
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3. Program éwiczenia

Schemat pomiarowy:

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2

323

324

Ct Uce (0-6V)
IMAX=0-2A

Pomiar charakterystyk statycznych bipolarnego tranzystora typu npn

Pomiar charakterystyki wejsciowej Ig=f(Ugg)

Napigcie Ugg zmieniane w zakresie od 400mV do 640mV. Pomiar dla r6znych Ucg
(np. 2V, 3V, 4V)

Pomiar charakterystyki przjsciowej Ic=f(Ugg)

Napigcie Ugg zmieniane w zakresie od 400mV do 640mV. Pomiar dla r6znych Ucg
(np. 2V, 3V, 4V)

Pomiar charakterystyki wyjsciowej Ic=f(Ucg)

Napiecie Ucg zmieniane w zakresie od 20mV do 6V. Pomiar dla réznych Ugg (np.
520mV, 550mV, 580mV, 610mV)

Wyznaczenie matosygnatowych parametréw tranzystora w funkcji punktu pracy
Wyznaczenie malosygnatowej rezystancji rp,e W funkcji pradu kolektora Ic

U
Rezystancja r,e wyznaczona z definicji BE i z wzoru matosygnatowego zaleznego
B
od punktow pracy.
Wyznaczenie malosygnatowej transkonduktancji g, w funkcji napigcia Ugg

I. .
1z wzoru

Matosygnatowa transkonduktancja g, wyznaczona z definicji
BE

matosygnatowego zaleznego od punktéw pracy.

Wyznaczenie malosygnatowej rezystancji r.. w funkcji pradu kolektora Ic

CE

Rezystancja r.. wyznaczona z definicji 1 z wzoru matosygnatowego zaleznego

C
od typu tranzystora.

Wyznaczenie statopradowego wspétczynnika wzmocnienia pradowego By w funkcji
pradu kolektora I¢
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3.3  Wyznaczenie napiecia termicznego i pradu nasycenia ztagcza diodowego

Dopasowanie zaleznosci liniowej do funkcji In(Ic)=f(Ugg) 1 wyznaczenie napigcia
termicznego Ut oraz pradu nasycenia ztacza Ig
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